
激光增强电镀铜的实验研究

袁加勇王静环陈琪陆茵赵方获
(浙江 大学尤仪系)

简要叙述了激光增强电镀的机理并介绍了激光有极电镀铜的实验装置。实验中采用

OUS04 水溶液为电解液3 使用预先镀有镰薄膜的玻璃基片作为阴极、铀片作为阳极。 两电极间

施加 2V左右的直流电压。当功率为 1W 的氧离于激

焦在阴极上时3 实验获得了直径约为几十微米、厚度为几微米的金属铜镀点。镀层沉积速率为

0.1'"'-'1μ皿/s。测量表明由于激光引起的电镀增强率高达 108 以上。

还报道了实验工作参数(入射激光功率、曝光时间、极间电压、脉冲激光斩光频率、阴极预

镀层厚度)的变化对电镀参敬和镀层质量的影响2 并获得了最佳实验条件的初步结果。 (184)

组合式 CO~ 激光焊机高斯光束的计算与实验

吴南展
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介绍了利用多支小功率。O2 激光器组成的新型组合式激光焊机及其关键部件一一光学

系统。根据高斯光束及其一系列公式，对组合式 002 激光焊机高斯光束经过其光学系统时的

参数作了理论计算3 说明多激光束经其光学系统后，可以在极小区域内聚焦，通过实验也验证
了这些结果，功率亦可迭加为 500W。还作变换不同焦距透镜的实验p 得到了与理论计算基本

一致的结果p 并通过焊接和热处理实验，证明这种新型的组合式 COll 激光焊机是可以付之于

实用的。 (185)

获取半导体"品须"的激光技术

罗廷礼
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采用固体激光器作为能源3 使半导体材料先气化成雾状液体微滴，而后在一个气化结晶盒

内使这种液体微滴在衬底上结晶3 就可形成半导体"晶须"。

影响半导体"晶须"生长速度的主要因素是:气化结晶盒的大小和它的"透明性"、"导热

性"、"漏气性飞盒内雾状液体微滴压力的高低;激光器能量的大小、激光束的脉宽和脉冲重复

率以及半导体材料的性质。
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